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1.はじめに 

フィルムベースエレクトロニクス・ディスプ

レイ用途のような多層薄膜構造をもつ素子作製

のためには，薄膜作製中に熱に弱い基板自身，及

び各層の界面にもダメージを与えないクリアな

界面を形成できる，いわゆる低ダメージスパッタ

技術がますます必要とされている。 

独自開発のハイブリッド対向スパッタを用い

て，組成の異なる２種類のターゲットで，As-depo

状態で PET フィルム基板上に ITO 薄膜を作製し，

抵抗率，ホール効果測定，及び透過率測定を行い，

比較検討をしたので報告する。 

                                                             

2.実験 

実験に使用した装置は同一真空装置内に，ハイ

ブリッド対向スパッタ (HFTS) カソードと従来

型対向スパッタ (CFTS) カソードの２つのカソ

ードを有している 1)。このうちの HFTS カソード

を使用した。一対の対向するターゲット裏側に，

それぞれ外側の固定円筒磁石の内側に反対磁極

の可動棒磁石を設置，真空を破らずに可動棒磁石

を左右対称，或は左右非対称に移動でき，対向タ

ーゲット間の磁場分布を左右対称，或は左右非対

称に変化でき，その薄膜作製に最適な磁場分布，

プラズマ状態を形成できる，という特徴をもち，

低ダメージ性・プラズマ安定性・均一性・高速堆

積性に優れていることを実証してきた 2-7)。 

ITO ターゲットは純度 3N で SnO2=10wt.%，と 7 

wt.%の２つを用いた。DC スパッタで，スパッタ

圧力 0.6 Pa 一定，DC 放電電流 ( Idc )を 1.9 A，

ターゲット-基板間距離 10 cm 一定, Ar 流量 29.9 

sccm，O2 流量 0.1 sccm 一定で，ターゲット交換

してPETフィルム基板上にas-depoで膜厚100 nm

成膜した。ハイブリッド対向スパッタはこれまで

の実験から可動棒磁石移動距離L=18 mmで成膜し

た。これらの結果を表１に示す。 

 

3.まとめ 

ハイブリッド対向スパッタを用いた ITO 薄膜

の As-depo 成膜における組成依存性について調

べた。DC 印加電流などの同一作製条件下で，無

アルカリガラス基板上に同一条件で作製した場

合に比べて 1.6 倍程度高い抵抗率を示したもの

の，何れの組成でも PET フィルム基板上で 10-4

Ω・cm 台の低い抵抗率，85 %以上の高い透過率

が得られたが，SnO2=7wt.%ターゲットより

SnO2=10wt.%ターゲットを用いたほうが，低抵抗

率，高透過率な値を示した。 
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